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近年，データセンタでの伝送容量の増大に伴い低コストで大容量な光トランシーバの研究開発

が行われている．従来の波長分割多重通信はそれぞれの波長に対して光源が必要であり，さらな

る大容量通信の課題となりうる．光周波数コムを光集積回路にて生成するマイクロコムは多波長

かつ高繰り返しな光源を実現できるため問題解決に適している．シリコンナイトライド(SiN)はマ

イクロコム生成材料として有望視されているが，電気変調ができないため異種材料集積が必要で

ある[1]．シリコン(Si)はキャリアプラズマ効果を用いた光変調器の研究が広く行われているが，二

光子吸収を持つため通信波長帯にて光周波数コムの生成は難しい[2]．したがってチップスケール

の光トランシーバ(送信部分)を実装するためには，SiN と Si を組み合わせる必要がある．本研究

では SiN微小光共振器にてコムを生成し Siマイクロリング変調器(MRM)の特性評価を行った．  

Fig. 1(a)は Fig. 1(b)の SiN微小光共振器にて生成したソリトンコムのスペクトルである．Fig. 1(c)

は Si MRM の写真であり，本構造はマイクロヒータにて変調波長を調整し PN 接合にて共振波長

をシフトすることで光強度変調を行っている． Fig. 1(d)は単一波長光源を 10 Gbpsにて変調した

時のアイパタンであり，BERは 10-9以下である．Fig. 1(e)はコム光源を同様の変調速度で Si MRM

にて変調した際のアイパタンである． 

 

Fig. 1 (a) SiN soliton microcomb. (b) Photograph of SiN resonator. (c)Photograph of Si micro-ring 

modulator. (d) Eye pattern with Si modulator. (e) Eye pattern with SiN comb and Si resonator. 
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